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はじめに 薄膜シリコン太陽電池用の微結晶シリコン (μc-Si:H) 薄膜は膜厚 2μm 程度と厚く、高

品質かつ高速成膜 (> 2nm/s) の技術開発が求められている。発電効率が高い μc-Si:H 膜が得られる

成膜条件は限られており、μc-Si:H 膜質は堆積前駆体ラジカルと H ラジカルのフラックス比が寄与

している[1]。これまでに、このフラックス比を変えずに両フラックスを同時に増加させるため、

H ラジカル注入法による μc-Si:H 高速成膜プロセスを提案し、結晶化率を保ったまま成膜速度を向

上可能であることを実証してきた[2]。今回の講演では H ラジカル注入法による μc-Si:H 薄膜の電

気特性について着目し、光感度について調べたので報告する。 

実験結果 図 1 に示す H ラジカル注入型 PECVD 装置を用いてフラックス比を制御して最適化さ

れて 60 MHzパワー200 W、圧力 1200 Pa、H2流量 500 sccm、基板温度 200°C、電極基板間距離 10 

mmでもって成膜された μc-Si:H の光伝導率、暗伝導率を測定した。SiH4流量を振り、ラマン分光

法で評価した結晶化率が 0.76から 0.49まで減少する場合の伝導率の変化を図 2に示す。SiH4流量

増加に伴う結晶化率の減少に伴い伝導率が減少し、光感度 (光伝導率と暗伝導率の比) が増加する

結果が得られている[3]。この傾向は H ラジカル注入型 PECVD による μc-Si:H 薄膜が、太陽電池

作成可能な膜と同様の光感度特性を有することを示唆している。講演では、さらに進んだ特性評

価結果を挙げ、従来型 PECVD装置に対する優位性が示された結果についても報告する。 
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図 2 μc-Si:H の伝導率の SiH4流量依存性 図 1 Hラジカル注入型 PECVD 装置 
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